gcT-Schaltkreise

G-Hﬂs-qchultkrtrise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind dureh folgende Eigenschaf-
N

ten gekennmicimut;

y Hnmpntibililiil zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00,

_ Ansehluf- und Funktionskompatibilitit zur internationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00,
Sﬂmnlgeschwihdigkﬁ-it dhnlich der internationalen LS-1"I'L-Baureihe.

_ Im rrequenzbereich bis elwa 5 MHz geringere Leistungsaufnahime der Schaltkreise ge-
genﬂher Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aulwandes
(ir die Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die geringere Leistungsaufnahme
bildet die Vorausselzung fiir die Realisierung portabler, batteriegespeister, komfortab-
Jer Geriite und ermbglicht eine hdhere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein
geringeres Gehdusevolumen,

pie hohere Storsicherheit ermiglicht die Realisierung stoérsicherer Schaltungskonzepte
und die Vergrifierung der Anwenderbreite von Logikschaltkreisen.

. pie Ubereinstimmung in  AnschluBifelge und TFunktion sowie eine #Hhnliche Schaltge-

sehwindigheit ermoglicht den Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTI-Baureihe T4 LS 00.

Grenzwerte
Betriebsspannung Uce = -055 ... 7,00V
Fingangsspannung U = -0,56 .40 0,0V
Ausgangsspannung UD = -0,5 ... 0,5V
Eingangsdiodenstrom ﬂlﬂl < 20 mA
Ausgangsdiodensirom EIDKI < 20 mA
Ausgangsstrom fir j|0| < 25 mA
Standardausgiinge
Ausgangsstrom fiir ilD] < 35 mA
Bufler-Tristate-Ausgiinge
Betriebsstrom fir 1S mit |l ] |1yl < 50 mA
Standardausgiingen CETGND
Betricbsstrom fir 18 mit I, [, |15 pl < 70 mA

Bulfer-Tristate-Ausgiinge
Gesamtverlusticistung P < 350 mW

(DIP-Gehiiuse) tot -
T!il = 40 ,., 70 °C
Gesamtiverlustleistung Pl < 250 mW

(DIP-Gehiuse)
’]‘ﬂ = 85 °C

Lagerlemperaturbereich T

e GH‘
stg 40 . B3 %

I



Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
Eingangsspannung (¢ < 15 ms)
(t< 15 ms)
Bingangsspannung H
Eingangsspannung L
Betriebstemperaturbereieh

Anstiegs- und Abfallzeil
der Eingangsimpulse an
ingiingen ohne Schmitl-
Trigger-Charakteristik

Takifrequenzen

U["\C = 415 v 5,5 v

Uy  =-1,5 co0 Upp * 1,5V

U, = GND - 0,5 ... U #0,5V

Mg S

UEL < 0,8V

T, =-40 ... 85 °C
Yorrthy, & 900 DS

U 74 HCT 74, 175 DK fﬂ < 20 MH=z
U 74 HCT 374, 534 DK I":3 < 18 MHz

Taktimpulsbreiten
U 74 HCT 74, 175 DK t

U 74 HCT 192, 193, 1[“-] ’[(‘!] < 31 ns
534 DK =3O U 74 HCT 175 DK lsp = 20 ns
U 74 HCT 474 DK lf.fL’tCIi < 28 ns
Zthlfrequenzen
U 74 HCT 192, 193 DK [CU'fCIl < 16 MHz
Statische Kennwerte
f’"iEJSEHT!E'SSPEW"-ME H Upy =44V Statische Stromaufnzhme
{L"UC T 4?‘1 V: _IDH == .‘?'u ”ﬁ} {Ut:n = 5,5 .‘II]
Ausgangsspannung H u = 3,84 V o Y ;
{U[‘D = 4,5 V, -l = 4 ) OH [tr Gatler-18 log = 20 1A
flir IS mit Standard- Ausgingen fur Flip-Flop I~ = 40 pa
fiir MSI-1S I[‘U = 80 pA
Ausgangsspannung H UUII = 3,84 V .
““CC = 4.5V, Aoy = 6 mA)
fiir IS mit Bus-Treiber-Ausgiingen Restat O —
eststrom der Tristate- Ausgénge
Ausgangsspannung L U(}I = 0,1V im hochohmigen Zustand sowie
I‘UCC = 4,5V, 15, =20 HA) : der Ein-/Ausgéinge im Zustand
. Eingabe
Ausgangsspannung L U(Jl = 0,33 V 1 N,.|=5
g i = i + ZH! Pz~ ¢ HA
{L{J{'J 4.5 ¥, IDL- 4 mA) H!'VZI
flir I3 mit Standard-Ausgiingen
Ausgangsspannung L U Ol = 0,33 V
{U{.‘.C = 4,5V, Iy, =6 mA) 2

cL'tcn &

fiir IS mit Dus-Treiber-Ausgiingen

Haltezeiien
U 74 HCT 74 DK LI]I"! < 3 ng
U 74 HCT 175, 374, thp < 5 ns

534 DK
U 74 HCT 192, 193 DK ty, < Ouns

Setzzeiten

< 25 ng U 74 HCT 74, 192, 193 tSD < 25 ns

374, 534 DK



